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１．概要（Summary） 
弾性波デバイスの作成において、低損損失のデバイス

を得るためには、薄い膜厚で電気抵抗の小さな膜を得る

ことが重要である。蒸着時間と金属薄膜膜厚の関係、及

び低抵抗の膜を評価するため、金属電極の作製を行った。

ポジ型フォトレジストを塗布し、マスクアライナを用いて露

光の後、現像を行い、電極幅 2～3 µm のフォトレジストパ

ターンを作製した。マグネトロンスパッタ装置を用いて、Al、
Cu/Cr、SiO2を蒸着し、リフトオフ法により、所望の金属電

極及び誘電体膜を得た。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
・膜厚計 
・両面アライナ露光装置一式 
・芝浦スパッタ装置 
【実験方法】 

ポジ型フォトレジストとして、ロームアンドハース社のマイ

クロポジット S1818G をスピンコーターで塗布し、カールズ

ース社のマスクアライナを用いて露光の後、ロームアンド

ハース社のマイクロポジット MFCD26 デベロッパーを用

いて現像の後、レジスタ線幅 2～3 µm のフォトレジストパ

ターンを作製する。 
芝浦社製の 3 種のターゲットのスパッタが可能なマグネ

トロンスパッタ装置を用いて、Al、Cu/Cr、を蒸着し、金属

蒸着した基板をアセトン溶液に侵し、超音波を加えながら

リフトオフを行うことにより、3 µm 幅の金属電極を得る。 
圧電体基板上に作製した電極を作成した後、高周波

特性の測定に重要な金属膜の膜厚は膜厚測定装置を用

いて測定し、また、電極の電極対空隙比は光学顕微鏡を

用いて測定し、パターンの評価を行う。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
今回の電極幅は 2～3 µmとアライナの最小解像線幅 2 

µm より広いフォトレジストパターンであり、良好なフォトレ

ジストパターンを得ることができた。しかし、金属蒸着には、

マグネトロンスパッタ装置を用いたため、金属蒸着ビーム

の指向性が広く、Cu/Cr電極では、フォトレジスト/（フォトレ

ジスト＋ギャップ）比を 0.4 以下とする必要があった。フォト

レジストパターン周辺への回り込みの少ない金属ビームを

用いることにより、電極対膜厚比が 1.0 の電極が可能とな

る。 
図 1 に、得られた金属電極の電極パターンを示す。

膜厚計と光学顕微鏡を用いて電極パターンを評価し、

目的とする電極が得られた。 

 
Fig. 1 The Cu/Cr electrode pattern of 2µm 
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